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INTERRUPTEUR BIDIRECTIONNEL COMMANDE EN TENSION 

La presente invention concerne le domaine des inter- 
rupteurs bidirectionnels de moyenne puissance et par exemple des 
interrupteurs bidirectionnels connectables sur le reseau elec^- 
trique, susceptibles de supporter des tensions de plusieurs 
5 centaines de volts, 

Parmi les interrupteurs bidirectionnels de moyenne 
puissance connus, le triac presente l'avantage de pouvoir 
supporter des tensions selon l'une ou 1' autre polarite, c"est-a- 
dire de pouvoir §tre place directement dans un circuit alimente 
10 par un reseau alternatif et presente en outre l'avantage de pou- 
voir etre command^ par un signal de gachette positif ou negatif . 

Toutefois, un inconvenient du triac est que sa 
commande se fait par injection d'un courant. Dans de nombreux 
cas, on prefererait que cette commande soit effectuee par une 
15 tension, c'est-a-dire que le triac devienne conducteur quand la 
tension appliqu§e a sa borne de commande devient super ieure, en 
valeur absolue, a un seuil determine. 

Une solution connue pour pallier cet inconvenient est 
de disposer en serie avec la borne de gachette d'un triac un 
2 0 diac, ou diode de Shockley bidirectionnelle, qui devient passant 
quand la tension a ses bornes d§passe un seuil determine. Toute- 
fois, malgr§ les nombreuses tentatives effectuees, on ne sait 
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pas r^aliser de fagon commercialement exploitable 1 - integration 
monolithique d'un triac et d'un diac. 

Ainsi, un objet de la presente invention est de 
prevoir un composant monolithique de type triac a comtnande en 
tension. 

Pour atteindre cet objet, la presente invention prevoit 
un composant monolithique de type triac a comtnande en tension, 
forme dans un substrat d'un premier type de conductivity, 
comprenant un premier et un deuxieme thyristor vertical, une 
premiere electrode principale du premier thyristor, du c6te de 
la face avant du composant, correspondant a une premiere region 
du premier type de conductivity formee dans un premier caisson 
du deuxieme type de conductivity, ledit premier caisson corres- 
pondant a une premiere electrode principals du deuxieme tbyrio 
tor, le premier caisson contenant une deuxieme r€gion du premier 
type de conductivity ; et une structure pilote comprenant, du 
c6ty de la face avant, au-dessus d'un prolongement d'une rygion 
de deuxieme electrode principale du deuxieme thyristor, un 
deuxieme caisson du deuxieme type de conductivity contenant des 
troisieme et quatrieme regions du premier type de conductivity, 
la troisieme rygion et une portion du deuxieme caisson ytant 
reliyes a une borne de gachette, la quatrieme rygion etant 
reliee a la deuxidme rygion. 

Selon un mode de realisation de la prysente invention, 
le composant est entoury a sa pyriphyrie d'un mur du deuxieme 
type de conductivity s'etendant d'une face a 1' autre du 
composant . 

Selon un mode de realisation de la prysente invention, 
du c6ty de la face avant, le premier caisson comporte une 
extension qui entoure le deuxieme caisson. 

Selon un mode de realisation de la presente invention, 
la peripherie externe du premier caisson et de son extension est 
entouree d'un anneau faiblement dopy du deuxieme type de 
conductivity . 
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Cet objet, ces caract§ristiques et avantages, ainsi 
que d'autres de la presente invention seront exposes en detail 
dans la description suivante de modes de realisation 
particuliers faite a titre non-limitatif en relation avec les 
5 figures jointes parmi lesquelles : 

la figure 1 reprgsente un mode de realisation d'un 
interrupteur bidirectionnel selon la presente invention ; 

la figure 2 est destin^e & expliquer le declenchement 
d'un interrupteur bidirectionnel selon la presente invention 
10 dans les quadrants Ql et Q4 ; 

la figure 3 est destinee a expliquer le declenchement 
d'un interrupteur bidirectionnel selon la presente invention 
dans les quadrants Q2 et Q3 ; 

la figure 4 repr§sente le montage d'un interrupteur 
15 bidirectionnel selon la presente invention dans une application 
a tin gradateur de lumiere ; et 

la figure 5 est une vue de dessus siinplifiee d'un mode 
de realisation d'un interrupteur bidirectionnel selon la 
presente invention. 

2 0 Comme l'illustre la figure 1, un interrupteur bidirec- 

tionnel monolithique a coiranande en tension selon la presente 
invention est realist dans une portion 1 d'un substrat semi- 
conducteur faiblement dop6 de type N delimitee par un mur 
d'isolement 2 fortement dop§ de type P. Le composant comprend 
25 -une structure d 1 interrupteur proprement dite correspondant a des 
thyristors Thl et Th2. Cette structure comprend, du cote de la 
face inferieure, une couche 3 de type P dans une partie de 
laquelle est formee une region 4 de type N+ et, du c6te de la 
face superieure, un caisson 5 de type P dans lequel est formee 

3 0 une region 6 de type N + . Ainsi, le thyristor Thl comprend de son 

anode a sa cathode des portions des regions et couches 3-1-5-6. 
Le thyristor Th2 comprend de son anode a sa cathode des portions 
des regions et couches 5-1-3-4. 



3 5 d'une metallisation Ml reliee a une premiere borne principale Al 



Toute la face inferieure du composant est revetue 
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de l'interrupteur, cette borne Al etant destinee a etre 
connectee a une tension alternative. Les faces superieures du 
caisson 5 et de la region N+ 6 sont recouvertes d'une metalli- 
sation M2 reliee a une borne A2 constituant la deuxieme borne 
5 principale du composant et normaleraent connectee a la masse. 

Pour r&aliser une commande en tension de cet interrup- 
teur, la presente invention prevoit d'une part une region 
supplementaire 8 de type N+ formee dans le caisson 5 de type P 
et revetue d'une metallisation M3 . On notera que cette ra€talli- 
10 sation M3 est seulement en contact avec la region supplementaire 
8 et non pas avec le caisson 5. En outre, la presente invention 
prevoit une structure pilote comprenant du c6te de la face supe- 
rieure un caisson 11 de type P dans lequel sont formees des 

regions distinctes 12 et 13 de type N' : La region 13 est rcv6tu c 

15 d'une metallisation M4. La region 12 et une partie de la surface 
superieure du caisson 11 sont revetues d'une metallisation M5 
reliee a une borne de grille G. 

En outre, le composant comprend divers moyens destines 
a assurer sa tenue en tension. Une certaine distance laterale du 
caisson N est laissee libre entre le mur periphSrigue 2 et les 
extremity laterales des elements decrits ci-dessus de l'inter- 
rupteur et de la structure pilote. Dans cette zone libre est de 
preference prevu un anneau 15 de type N+ ayant une fonction 
d' arret de canal, cet anneau etant eventuellement revetu d'une 
metallisation non connectee a une borne externe. De plus, a 
l'exterieur du caisson 11 de la zone pilote est prevu un caisson 
P 16 relie a la masse comme le caisson P 5. En vue de dessus, ce 
caisson 16 constitue une extension du caisson 5 qui entoure le 
caisson 11. La peripheric externe des caissons P 5 et 16 est 
30 bordee d'un anneau 17 faiblement dope de type P. 

Le fonctionnement de l'interrupteur bidirectionnel a 
commande en tension selon la presente invention dans les quatre 
quadrants possibles de declenchement va maintenant 8tre explique 
en relation avec les figures 2 et 3. 



20 
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La figure 2 illustre le fonctionnement d'un interrup- 
teur selon la presente invention command^ dans le quadrant Ql, 
c 1 est -a- dire quand la borne Al est positive par rapport a la 
borne A2 et que la tension sur la gachette est positive. Dans 
5 cette configuration, c r est le thyristor principal Thl qui est 
susceptible d'etre rendu passant. 

Quand la tension sur la borne de g&chette G devient 
superieure a la somme de la chute de tension en direct de la 
diode correspondant a la jonction entre le caisson P 11 et la 

10 region N + 13 et de la tension d 1 avalanche de la diode Zener 
correspondant Sl la jonction en inverse entre la region 8 de type 
N + et de caisson P 5, un courant circule de la metallisation M5 
vers la metallisation M4, de la metallisation M3 vers la metal- 
lisation M4, et de la metallisation M3 vers la metallisation M2. 

15 Ce courant prorogue la mise en conduction d'un thyristor pilote 
lateral SCR1 dont 1' anode correspond au caisson 11 et la cathpde 
a la region 6, c'est-a-dire qui coraprend les regions et couches 
11-1-5-6. L'amorcage du thyristor pilote SCR1 entraine *la 
generation de porteurs au niveau de la jonction entre >le 

20 substrat 1 et le caisson 5, et done l'amorcage du thyristor 
principal Thl (3-1-5-6) . 

Dans le quatri&me quadrant, dans lequel la tension sur 
la gachette est positive et dans lequel la borne Al du triac est 
negative par rapport a la borne A2, on a un fonctionnement simi- 

2 5 laire a celui du premier quadrant en ce qui concerne le declen- 

chement du thyristor pilote SCR1. Toutefois, etant donne la 
polarisation des electrodes principales, la mise en conduction 
du thyristor pilote SCR1 declenche la mise en conduction du 
thyristor Th2 . 

3 0 La figure 3 illustre le fonctionnement du dispositif 

selon la presente invention dans le deuxidme quadrant, e'est-a- 
dire quand 1' electrode Al est positive par rapport a 1' electrode 
A2 et que 1 ' electrode de gtchette est negative par rapport a 
1 ! electrode A2. Alors, des que la tension negative sur la borne 
35 G depasse un certain seuil, un courant circule de la borne A2 & 
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la borne G en passant par le caisson 5, la jonction en direct 
entre ce caisson et la region 8, la liaison entre la metallisa- 
tion M3 et la metallisation M4, la jonction en inverse entre la 
region 13 et le caisson 11, et circule dans le caisson 11 vers 
5 la metallisation M5 sous la region 12. Du fait de la resistance 
du caisson P sous la region 12, il se cree une chute de tension 
qui, quand elle depasse 0,6 volts rend conductrice la jonction 
PN+ 11-12. Ceci entralne l'amorcage d'un thyristor lateral SCR2 
dont 1- anode correspond au caisson P 5 et la cathode a la region 
10 12 de type N+ et qui comprend les regions et couches 5-1-11-12. 
La rnise en conduction de ce thyristor pilote cree une generation 
de porteurs au niveau de 1< interface entre le caisson 5 et le 
substrat 1 et entralne la mise en conduction du thyristor Thl. 

Dans le quadrant 03, dans leqU el 1'elecLrude Al est 

15 negative par rapport a 1- electrode A2, et dans lequel une 
tension negative est appliquee sur la gachette, on a un fonc- 
tionnement similaire en ce qui concerne le declenchement du 
thyristor lateral SCR2 mais cette fois ci c'est le thyristor Th2 
qui est mis en conduction, la generation de porteurs dans le 
20 substrat debloquant la jonction entre le substrat 1 et la couche 
3 de type P. 

La figure 4 represente un exemple d ' application d'un 
composant selon la presente invention a la realisation d'un 

gradateur de lumiere. 

25 ~ une tension alternative est connectee a la borne Al 

par l'intermSdiaire d'une charge L, par exemple une ampoule 
electrique d'une puissance d'une centaine de watts, la borne A2 
etant connectee a la masse et constituant la deuxieme borne de 
la tension d' alimentation. La tension alternative est egalement 

3 0 appliquee a la borne de gtchette G par 1 ' intermediate d'une 
resistance reglable R. La gachette est egalement connect^ a la 
masse par 1 • intermediate d'un condensateur C. Ainsi, au debut 
d'une alternance, la capacite C se charge progressivement avec 
une constante de temps qui depend du reglage de la resistance R. 

35 Quand la tension sur le condensateur C atteint la tension de 
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seuil positive ou negative correspondant & la tension d'une 
diode en direct et d'une diode en inverse, l'un ou I 1 autre des 
thyristors Thl ou Th2 entre en conduction selon la polarite de 
l'alternance consid6r£e. On a ainsi r£alis£ tres simplement un 
5 gradateur avec un seul composant semiconducteur . On notera que 
le declenchement se fait dans le quadrant Ql ou dans le quadrant 
Q3. selon que l'alternance consideree est positive ou negative, 
Etant donne que les dopages des caissons P 5 et 11 et des 
regions N + 8 et 13 sont respectivement identiques, le seuil de 

10 conduction est sensiblement identique pour les alternances 
negatives et pour les alternances positives. 

Bien entendu, la presente invention est susceptible de 
diverses variantes et modifications qui apparaitront a I'homme 
de l'art. Notamment , en ce qui concerne la dimension des divers 

15 elements, il sera clair que les figures sont tres schematiques 
et que la plus grande partie de la surface du composant est 
occup£e par la structure d 1 interrupteur correspondant aux . thyris- 
tors Thl et Th2 et que la surface du caisson pilote est 
relativement f alble . De plus tous les types de conductivity 

2 0 pourraient §tre inverses, les polarisations des diverses ten- 
sions etant raodifi§es en consequence. 

La figure 5 est une vue de dessus simplifiee d'un mode 
de realisation d'un interrupteur bidirectionnel selon la 
presente invention. Dans cette figure, de memes elements qu'en 

25 figure 1 sont design^s par de memes references. Dans le mode de 
realisation illustre, le caisson 16 constitue une extension du 
caisson 5 qui entoure le caisson 11. 
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REVENDICATIONS 

1. Composant raonolithigue de type triac a commande en 
tension, form§ dans un substrat (1) d'un premier type de conduc- 
tivity, comprenant : 

un premier et un deuxierae thyristor vertical (Thl, 
5 Th2) , une premiere electrode principale (A2) du premier thyris- 
tor, du cdt6 de la face avant du composant, correspondant a une 
premidre region (6) du premier type de conductivity formee dans 
un premier caisson (5) du deuxierae type de conductivity ledit 
premier caisson correspondant a une premiere Electrode princi- 

10 pale (A2) du deuxieme thyristor, le premier caisson contenant 
une deuxieme region (8) du premier type de conduct ivite ; et 

une — structure — pilote — compren ant-, — du — cote — de — la — fa ce 

avant, au-dessus d'un prolongement d'une region (4) de deuxieme 
Electrode principale du deuxieme thyristor, un deuxieme caisson 

15 (11) du deuxieme type de conductivity contenant des troisi£me et 
quatrieme regions du premier type de conduct ivite, la troisierae 
region (12) et une portion du deuxieme caisson (11) etant 
relives & une borne de gtchette (G) , la quatrieme region (13) 
etant reliee & la deuxidme region (8) . 

2 0 2. Composant selon la revendication 1, caracterise en 

ce qu'il est entoure a sa p^ripherie d'un raur du deuxieme type 
de conductivity (2) s'etendant d'une face a 1' autre du 
composant . 

3. Composant selon la revendication 2, caracterise en 

2 5 ce que, du c6t£ de la face avant, le premier caisson (5) com- 

porte une extension {IS) qui entoure le deuxierae caisson (11) . 

4. Composant selon la revendication 3, caracterise en 

. ....... --ce .--que- la - peripMrie • externe - du - premier caisson- -et - de - son- 
extension est entour£e d'un anneau (17) faiblement dop£ du 

3 0 deuxieme type de conductivity. 
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